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CERTIFICADO DE ADICION

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaﬁ’a a la solicitud de

un CERTIFICADO DE ADICION en Espana

a favor de
‘ Qns;rts * Silice |
CQ/O - [ 3 . cionalidad

__frandesa . ~domiciliado en ... Paris- (Frgngia)

ca’lle de DMJO‘R .nim. 8

por: . ,
. MEJORAS INTRODUCIDAS T ————————
1 pndm... 227.0%4. .

__» en.el objeto de la patente principa

12 de .. . merzo . ... de 195.6 por

que fue concedxda en. T€.
PREECCIONAMEHTQ EH A DE-SIEIOEv

«

N 471

Agente Sr



MEMORTIA DESCRIPTIVA
DE UN PRIMER CERTIFICADO DE ADICION A FAVOR IE QUARTZ ET SILICE,
DE NACIOKALIDAD FRANCESA, RESIIENTE EN 8 RUE D’ANJOU, PARIS (FRAN=-
CIA)

SOBRE 3
MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL CBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL N2 227034

sobre PERFECCIONAMIELNTC EN LA PABRICACION DE VILRIO DE SILICE.
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Ia adicidn tiene porobjeto la aplicacidn de vidrios de
sflice muy puros, segin la pstente principal, en fisice de 8l-
tas energfas y en técnica nuclear,

La demandante ha comprobado, en efecto, que los vidries
de sflice seglin la patente principal, conservan su transparen-—
cia inicial en el espectro visible y no sufren ningdn ennegre-
cimiento después de la irradiacién con rediaciones electromag-
néticas de gran energfa, como rayos de utravioleta, rayos X,
rayos gemma, o después del bombardeo con flujos de gran inten-
sidad de partf{culas elementales, como rayos alfa, beta y neu-
trones,

Se recuerda que el procedimiento pare preparar dichos
vidrios de sflice se describe en la patente principal, y cone
siste en someter el objeto o la pieza de vidrio de sflice a aa
accidén de un campo eldctrico continuo, a temperatura elevada,
durante tiempo suficiente, Dicho tratamiento sdlo permite obte=—
ner el resultado obtenido cuando se aplica, como se ha indimdo
en la patente principal, a un vidrio que posee ya una gran du-
reza, Sea cual fuere el estado figico de las ltimas impurezas,

Los vidrios de sflice obtenidos segiin el invento pue-
den utilizarse especialmente para las ampollas destinadas & re-
cibir productos antes de ser irradiados en un reactor gtémico
las ventanas transparentes para la observacién dentro de los
aparatos presentando flujos importantes de radiaciones eleoctve.
magnéticas los diferentes conjuntos Spticos utilizados en técni-
ce nuclear, ddndose esta enumeracién solo como ejemplo de apli-
caciones y no siendo limitativa.

NOTA
En resumen, la presente solicitud recaer§ sobre las

giguientes reivindicacioness
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1te=l'ejoras intm dud dus en el‘obJ@tu de l 8 paten—
te princip:d n® 227.034 sobre perfeccivnamicnte en la
fabricacidn de vidrio de sflice, caructerizaias porque
consisten en la aplicacidn de vidrios de sflice muy pu-
res poara 1o cual as sometido el vidrio de sflice a la
accldén de un campe eléctrice contfnuo, a temperaiury
elevada y en tlerpe suficiente, aplicacidn €sya que se
realiza en fi:ica de altas energias y en tdenica nuclear.

2+ e=le joras introcucidas en el objeto de 1o vaton—
te principel n¥ 227,034 gobre perfeccicnzmientc en 1g
fabricacidn de vidrio de sTlice, caracterizadas porgus
la aplicacidn de dicuos vidrios de sflice s¢ verifica
en virtud de que &€stos ccnservan su transparencia ini-
cial e¢n el egpectre viuible y ne mufren ennegre cimientw
degpu€s de la irradiacidn con radisciones electromagné-
ticas de grun emerpia, como rayos de ultravicleta, ra~
yos X, rayos gamma, o despuds del bombardeu con fiujos
de gran intensided de partfoulas elementales, cumo rayos
alfa, beta y neutrones.

5%e.=le joras introducidag en el objeto de 1la pe ten te
principal n¥ 227.U34 sobre perfeccionamie ntc en 1a fabrie
cacidn de viditio de sflice, caracterizaias pergue €stos
vidrics de sflice muy puros son destinados y utilizagos
©specialmente para ampollas recepteras de productus an-—

tes de su irradiacidn en un reactor atdmico, as¥ como



10—

-

para vent: nas transparentes para la obs rvecidn dsntro
de 1los apuratos presentande flujos importantes de radia—
clones electrumagnéticas, y en los diferentes conjuntos
dpticos utilizal os en tdenica nuclear.

48,1l CRAS INTRUDUCIDAS 7 bl CBJIETU DE L PATSN-

Lo PRINCIPAL n: 227.0%4 sobre ?PrRFECCIONAISNIG LN La

FABRICACICN DU VIDRIV D SILICH?,-

SeguUn se describe en la preusente memoria gue consia
de cvatro hojas esgcritas a miquina por ung sola cara.
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